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パルス強磁場中でNd-Ce-Cu-0薄膜について磁気抵抗を測定 し上部臨界磁場を評価 した｡

試料はスパ ッタ法でSrTiO3(100)基板上に作成 したC軸配向膜で､真空中でアニール し

て還元 し超伝導にしたものである｡Tc20Rの試料 と(SampleA)､当初Tc21Eだったが酸素

が入ってTc15E.になった試料 (Sampleら)と二種類について測定を行った｡

測定には最高37Tのロングパルス (6msec.)の非破壊パルス磁場を用いた｡ノイズの影響

を軽減するためと磁場変化による誘導起電力の影響を避けるために抵抗測定は100kHz交流

電流を印加 して四端子法で行なった｡直流測定 と同じ条件で測定 して結果を比較するとよ

く一致することを確認 した｡

測定の例 として､SampleBについて C軸 と垂直方向に磁場を加え､lmAの振幅の電流を

加えて測定 した場合の結果を図 1に示す｡A.B各試料について磁場を C軸に平行に加えた

場合 と垂直に加えた場合についてそれぞれ測定 した｡抵抗が正常状態の抵抗の半分まで回

復 した磁場 (midpoint)でHc之を定義 して相図を求め､直線で外挿 してOKでのEC2を求め

た｡結果を表 1に示す｡ここで正常状態の抵抗 というのは原則として磁気抵抗が飽和 した

ところの値を用いた｡SampleAの C軸 と垂直に磁場を加えた場合については測定した磁場

の範囲で抵抗が十分に回復 しなかったので､磁気抵抗 を強磁場側に直嬢で外挿 してznid-

pointを求めたO ここで特徴的なのはSampleBではTcが下がるとともにHC2の異方性が

急激に小さくなっていることである｡中性子回折の実験によると真空中でアニールしたと

き､CuO2面の較素ではなく､面間の NdOの酸素が抜けているという結果があるが､それに

よると抜けていた酸素が入ったことにより､Tcが下がるとともに面間の相互作用が回復 し

て異方性が小 さくなるというのは充分考えられることである｡

(.n
.
?

)

a
U
U
吋)
S
!
S
む∝

Nd-Ce-Cu-o寿膜

Sa甲pleASampleB

Tc 90(K) 15(K)

Hc2 辛.2(T) 4.9(甘)

Hc兄 350(T) 35(T)

Ec. 1.1(A) 1.1(A)-


